Полупроводниковый дисковый лазер в наносекундном диапазоне длительностей импульсов генерации
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Вертикально-излучающие полупроводниковые лазеры [1] применяются почти повсеместно: оптические телекоммуникации, резка металлов, компьютерные мыши, лазерные принтеры, лазерная спектроскопия [2].
Среди различных видов вертикально-излучающих полупроводниковых лазеров можно выделить группу лазеров с оптической накачкой и внешним резонатором, которые так же известны как полупроводниковые дисковые лазеры. Особенностями таких лазеров являются высокая выходная мощность с одного элемента и наличие внешнего резонатора, благодаря которому выходные параметры излучения могут значительно изменяться при использовании нелинейных кристаллов, оптических фильтров и насыщающихся поглотителей.
Проведенное исследование продолжает работу [3], связанную с изучением возможности создания лазера для лазерной селективной фотоионизации изотопов. На этом этапе исследовалась генерация полупроводникового дискового лазера в наносекундном диапазоне. Переход к наносекундным импульсам обуславливается тем, что время жизни возбуждённых состояний в процессе лазерной фотоионизации, например, иттербия составляет несколько сотен наносекунд [4].
В результате была получена генерация излучения полупроводникового дискового лазера с накачкой твердотельным лазером Cr:LiCAF длительностью 370-34 нс. На рис.1 представлены импульсы накачки и генерации диска длительностью 110 и 34 нс соответственно. Так же было исследовано изменение спектра генерации дискового лазера при импульсе накачки длительностью 500 нс. Центральная длина волны генерации 1027,8 нм остается практически постоянной в течение 200 нс и смещается на несколько ангстрем за весь импульс. Отсюда можно сделать вывод, что теплоотвод от диска снизу через брэгговское зеркало не уступает теплоотводу сверху через алмазную тонкую пластинку [3], если импульсы генерации диска сотни наносекунд. 
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Рис. 1. Импульсы лазера накачки (1) и генерации дискового лазера (2) длительностью 110 и 34 нс соответственно
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